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Pré-requisitos (Pré ou co-requisitos)*

ELT110 e ELT220 e ELT315*

Ementa

Fundamentos de eletronica fisica. Diodos semicondutores de juncdo. Transistores bipolares de jungéao.
Analise CA do transistor TBJ para pequenos sinais. Transistores de efeito de campo.

Oferecimento aos Cursos

Curso Modalidade Periodo
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Seq

Aulas Teéricas

Horas/Aula

Fundamentos de eletrénica fisica

.1. Métodos de dopagem

.2. Juncéo de PN

.3. Mecanismos de condugao de um diodo semicondutor
4.

1
1
1
1.4. Caracteristicas de um diodo de jungéo

6

Diodos semicondutores de juncao

2.1. Equivalente DC do diodo

2.2. Equivalente AC do diodo

2.3. Reta de carga

2.4. Circuitos retificadores

2.5. Circuitos limitadores, multiplicadores e grampeadores com diodos
2.6. Exemplos e aplicagbes de diodos especiais

10

Transistores bipolares de jungéo

3.1. Estrutura fisica e modos de operagao

3.2. Operagéo do transistor npn no modo ativo

3.3. O transistor pnp

3.4. Curvas caracteristicas do transistor

3.5. Analise CC de circuitos com transmissor

3.6. O transmissor como amplificador

3.7. Modelos equivalentes para pequenos sinais
3.8. Tipos de polarizagao do transistor

3.9. O transistor como chave - o corte e a saturacao
3.10. O inversor logico basico empregando TBJ

14

Analise CA do transistor TBJ para pequenos sinais

4.1. Transistor bipolar de jungao

4.2. Modelo re e modelo hibrido equivalente

4.3. Configuracdes base-comum, emissor-comum e coletor-comum

4.4. Calculos das impendancias de entrada e saida e dos ganhos de tenséo e
corrente das diversas diversas configuragoes

4.5. Efeitos combinados de RS e da RL

4.6.Sistemas em cascata, cascode, darlington, par realimentado, circuitos espelho
de corrente e circuitos de fonte de corrente

12

Transistores de efeito de campo

5.1. Estrutura fisica e caracteristica dos transistores de efeito de campo (JFET,
MOSFET (Transistores de efeito de campo, metal-6xidosemicondutor),

18
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D-MOSFET (MOSFET tipo deplecao) e E-MOSFET (MOSFET tipo intensificagéo)
5.2. Curvas caracteristicas

5.3. CMOS e VMOS

5.4. Aplicacgbes do transistor de efeito de campo
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1 - BOYLESTAD, R. L. Dispositivos eletronicos e teoria de circuitos. Editora Pearson. S&o Paulo. 2010
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[Exemplares disponiveis: 2]
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2]

6 - MALVINO, A. P. Eletrénica. Editora Makron Books. SdoPaulo.1997. Vol. 1. [Exemplares disponiveis:
2]
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Porto Alegre. 2012. [Exemplares disponiveis: 10]
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